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１．概要（Summary） 

近赤外波長領域の超短レーザーパルスを希ガス媒質

中に集光して発生した高次高調波光パルスは、極端紫外

(EUV)から軟 X 線波長領域にわたるスペクトルを持つ時

間・空間コヒーレントな光パルスである。現在我々、東京大

学大学院理学系研究科山内研究室のグループでは、

EUV と軟 X 線波長領域の高次高調波パルスを用いたコ

ヒーレント分光法の開拓を行っている。 
 高次高調波光パルスの持つ空間コヒーレンスは、ビーム

をスリット間隔 D の二重スリット形状に照射することによっ

て、生成する回折像に表れる干渉パターンの可干渉性に

よって評価することができ、ビームの可干渉はイメージング

などの応用において非常に重要なパラメーターとなる。今

回、Si3N4 基板上に二重スリット加工を行い、高次高調波

パルスの可干渉性の評価を行うことを目的に、膜の蒸着と

微細加工を行った。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
4インチ高真空 EB蒸着装置、8インチ汎用スパッタ装置、

SEM、形状・膜厚・電気評価装置群 

【実験方法】 
スパッタ装置を用いて 200 nm 厚の Si3N4基板にニッ

ケル  90 nm を蒸着した。作製した膜厚は、Dektak 

XT-S を用いて評価を行った。ニッケル膜を蒸着した

Si3N4 基板と膜蒸着していない Si3N4 基板に FIB-SEM 

XVision 200TB を用いてスリットの加工を行った。膜蒸着

していない Si3N4基板の加工評価を、研究室保有の光学

顕微鏡を用いて評価した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

200 nm 厚の Si3N4基板にドーズ量 350~500 x 1015 
s-1で FIB 加工を行った場合の SEM 像を Figure 1 に示

す。このドーズ量では、200 nm 厚の Si3N4基板を破損せ

ず貫通加工できることがわかった。Ni を蒸着した Si3N4で

は、ドーズ量 500 x 1015 s-1の場合、Ni 膜応力のため、

Si3N4 基板が破損することがわかった。今回、加工の条件

出しを行えたことから、今後Ni膜を蒸着した基板のスリット

加工を行い、その評価を行う。 

 

Figure 1 （a）SEM image of the 200-nm thick Si3N4 
substrate. 
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